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ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇ ユーザーズガイド 

 

株式会社 彗星電子システム 

第七版  2011 年 6 月 発行 

 

１. 概要 

   ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇは、ＥＦＰ－Ⅰ本体に装着して使用するＥＦＰ－Ⅰ本体専用パラレル 

書込みユニットです。 

ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇを使用することにより、ルネサスエレクトロニクス製Ｍ１６Ｃ／６０、

８０シリーズのフラッシュメモリ内蔵ＭＣＵへの書込み、読み出しができます。 

     また、ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇには１００ピン０.６５ｍｍピッチＱＦＰ(１００Ｐ６Ｓ－Ａ) 

 用ＩＣソケットを実装しています。 

  図１．１にＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇの外形図を示します。 

 

 

図 １.１ ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇ外観図 

 

 

２. ＭＣＵの挿入方法 

ＭＣＵを挿入するときは、ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇ上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番 

ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分 

        ご注意ください。 

          図２.１にＭＣＵの挿入方法を示します｡ 

 

 

図 ２.１ ＭＣＵの挿入方向 
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３．仕様 

        表３．１にＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇの仕様を示します。 

 

      表３．１  ＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇ仕様 

MCU ﾀｲﾌﾟ ﾒﾓﾘﾀｲﾌﾟ 対応MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ SW1 

M3062xF8N(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M3062GF8NFP FF000H ～ FFFFFH BOOT 

M3062xF8N(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M3062GF8NFP F0000H ～ FFFFFH NORMAL 

M3062xFCN(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30620FCNFP FF000H ～ FFFFFH BOOT 

M3062xFCN(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30620FCNFP E0000H ～ FFFFFH NORMAL 

M3062xFGN(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30624FGNFP FF000H ～ FFFFFH BOOT 

M3062xFGN(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30624FGNFP C0000H ～ FFFFFH NORMAL 

M3062xFG(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30624FGxFP FE000H ～ FFFFFH BOOT 

M3062xFG(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30624FGxFP C0000H ～ FFFFFH NORMAL 

M3080xFC(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30800FCFP FFE000H ～ FFFFFFH BOOT 

M3080xFC(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30800FCFP FE0000H ～ FFFFFFH NORMAL 

M3080xFG(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30803FGFP FFE000H ～ FFFFFFH BOOT 

M3080xFG(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30803FGFP FC0000H ～ FFFFFFH NORMAL 

M3083xFJ(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30833FJFP FFE000H ～ FFFFFFH BOOT 

M3083xFJ(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M30833FJFP F80000H ～ FFFFFFH NORMAL 

備考 動作クロック：２ＭＨｚ（EF3062F-100G 上のセラミック発振子から供給) 

電源：ＥＦＰ－Ⅰから供給  

 

４．ＭＣＵユニットの清掃について 

ＭＣＵユニット上のＩＣソケットの接触不良を防止するために使用回数に応じて定期的にＩＣ 

ソケット内の接触ピンをブラシ等で清掃ください。 

 

 

５．ＳＷ１の設定について 

ＥＦ３０６２Ｆ－１００ＧのＳＷ１を設定することによりＢＯＯＴ領域とＮＯＲＭＡＬ領域への

書込みおよび読み出しが行えます｡ 

各領域の設定方法を以下に示します。 

 

１）ＢＯＯＴ領域の設定 

ＥＦ３０６２Ｆ－１００ＧのＳＷ１をＢＯＯＴ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定ダイ 

アログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３０６２ｘＦＧ（ＢＯＯＴ）”に設定します。 

 

２）ＮＯＲＭＡＬ領域の設定 

ＥＦ３０６２Ｆ－１００ＧのＳＷ１をＮＯＲＭＡＬ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定 

ダイアログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３０６２ｘＦＧ（ＮＯＲＭＡＬ）”に設定 

します。 

 

※ＥＦＰ－Ⅰ本体のデバイスＬＥＤ（赤）が点灯時はＳＷ１の設定を行わないでください。 

※ＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定しＮＯＲＭＡＬ領域とＢＯＯＴ領域を一括で読み出し

および書込みを行う場合は、９．Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉ

ｏｎ（デバイス一括マクロ）を参照してください。 
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 ６．Ｂｌｏｃｋ Ｓｅｔ（ブロックセット） 

   ブロックセットコマンドは各ブロックのロックビットの設定を行います。 

    ブロックのロックビットをロックに設定することで、書込みおよび消去からのプロテクト（ロ 

     ック状態）をすることができます。 

 

  ６．１ 画面構成 

    ブロックセットコマンドの画面構成を図６．１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．１ ブロックセットコマンド画面構成 

 

     １）Ｂｌｏｃｋ Ｎｏ．（ブロック番号） 

    各ブロックのブロック番号を表示します。 

     ２）Ｂｌｏｃｋ Ａｄｄｅｒｓｓ（ブロックアドレス） 

    各ブロックの先頭、終了アドレスを表示します。 

     ３）Ｌｏｃｋ Ｓｔａｔｕｓ（ロックステータス） 

       各ブロックのロックビットの状態を表示します。 

   ＊ｌｏｃｋ   ｕｎｌｏｃｋ  ← ロックビットはロック状態 

    ｌｏｃｋ  ＊ｕｎｌｏｃｋ ← ロックビットは非ロック状態 

         ４）Ｌｏｃｋ Ｂｉｔ Ｒｅａｄボタン（ロックビットリード） 

       ターゲットＭＣＵからロックビットのデータを読み出し、データの内容に従ってロック 

   ステータスにロックビットの状態を表示します。 

     ５）ＯＫボタン 

       ＯＫボタンをクリックするとロックに設定したブロックのロックビットのデータをター 

         ゲットＭＣＵに書込みます。 

      ６）Ｃａｎｃｅｌボタン 

    コマンドを中止します。 

 

  ６．２ ロックビットの設定 

       ロックビットをロックに設定する手順について以下に示します。 

 

     １）任意の行にマウスカーソルを合わせダブルクリックをすることで、ロックステータス 

             内のロックビットの状態が切り替わりますので、ロック側に設定してください。 

  ２）ＯＫボタンをクリックするとロックに設定したブロックのロックビットのデータを 

      ターゲットＭＣＵに書込みます。 

 

       ※ＯＫボタンによりロックビットデータがＭＣＵに書き込まれた後、ロック状態に設定され 

  たブロックは、ブロックセットコマンドでは非ロック状態に戻せません。 

    ※ロック状態のロックビットを非ロック状態に戻す場合は７．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）を参 

  照してください。 
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 ７．Ｅｒａｓｅ（イレーズ） 

   イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および全ブロックの一括消去 

    が行えます。 

     イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図７．１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．１ イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ） 

      イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下向き矢印をマウ 

         スでクリックすると表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域 

         （xxxxxxH～xxxxxxH）が表示されますので消去方法を選択してください。 

  ２）ＯＫボタン 

    イレーズコマンドを実行します。 

  ３）Ｃａｎｃｅｌボタン 

      コマンドを中止します。 

 

   ※ロック状態のブロックを消去するには以下の操作を行なってください。また以下の操作によ 

       りロック状態のブロックをアンロック（非ロック状態）に戻すことができます。 

 

  １）ＷｉｎＥＦＰウィンドウのメニュー内の[Ｏｐｔｉｏｎ]→［Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

    Ｓｅｔｔｉｎｇ］を選択し環境設定ダイアログをオープンします。 

      Ｕｓｅ Ｄｅｖｉｃｅ内のＬｏｃｋ Ｔｙｐｅパラメータを”Ｌｏｃｋ ｂｉｔ 

    ｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅ”に設定し、ＯＫボタンをクリックします。 

  ２）ＷｉｎＥＦＰウィンドウのメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］→［Ｅｒａｓｅ］を選択し 

    イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログをオープンします。 

      イレーズタイプパラメータをロック状態のブロックに設定しＯＫをクリックします。 

 

 

 ８．デバイスコマンドでのパラメータ入力 

   Ｍ１６Ｃ／６０シリーズ（１００Ｐ６Ｓ－Ａパッケージ品）のパラレル入出力方式のＭＣＵは 

     データの書込みをページ単位で行い読み出しをＷＯＲＤ単位で行います。デバイスコマンドで 

  ＭＣＵに書込みおよび、読み出しを行うアドレス領域のパラメータ入力形式を以下に示します。 

 

     １）ＭＣＵへの書込み 

  ＭＣＵからデータを書込む場合のアドレス領域の指定はページ単位で行なってください。 

             １ページのデータサイズは２５６バイトとなりますので、プログラムコマンドおよびデバ 

  イスマクロコマンドの開始、終了アドレスの入力形式は以下の設定となります。 

        また開始、終了アドレスにページ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータエラ 

  ーとなります。 

 

    入力形式＞ 

           開始アドレス ｘｘｘｘ００Ｈ 

        終了アドレス ｘｘｘｘＦＦＨ 
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   ２）ＭＣＵからの読み出し 

  ＭＣＵからデータを読む出す場合のアドレス領域の指定はＷＯＲＤ単位で行なって下さい。 

      ブランク、リード、ベリファイコマンドの開始アドレスには偶数アドレス、終了アドレス 

  には奇数アドレスを入力してください。 

        また開始、終了アドレスにＷＯＲＤ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータエ 

  ラーとなります。 

 

９．Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（デバイス一括マクロ） 

     デバイス一括マクロコマンドはＭＣＵのＮＯＲＭＡＬ領域およびＢＯＯＴ領域を一括で読み出し 

  および書込みを行うコマンドです。デバイス一括マクロコマンドを使用する場合はＭＣＵユニット 

  上のＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定してください。 

   本コマンドは書込み済みのＭＣＵからデータを読み出し、ブランク品のＭＣＵに読み出しデータ 

     を書込む等の作業を行う際にご使用ください。 

     デバイス一括マクロコマンドのパラメータ入力ダイアログを図９．１に示します。 

 

 

図９．１ デバイス一括マクロコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｓｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ（開始、終了アドレス（ＢＯＯＴ領域）） 

    ＢＯＯＴ領域に読み出しまたは書込みを行う領域を指定します。 

    本パラメータには７Ｅ０００Ｈから７ＦＦＦＦＨまでの領域を指定してください。 

 

   ※ＢＯＯＴ領域はＮＯＲＭＡＬ領域とアドレス空間が重複しているためＥＦＰ－Ⅰ本体 

    内蔵ＲＡＭの７Ｅ０００Ｈから７ＦＦＦＦＨをＢＯＯＴ領域用のワーク領域に割当て 

                     ています。 

    ワーク領域の概略図を図９．２に示します。 
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EFP-Ⅰ本体内蔵RAM                  MCU(BOOT 領域) 

   7E000H 

 

7FFFFH 

 

 

FE000H 

 

FFFFFH 

 

※BOOT 領域にｺﾏﾝﾄﾞを実行した場合の内部処理 

    ①EFP-Ⅰ本体内蔵 RAM に 7E000H のｵﾌｾｯﾄｱﾄﾞﾚｽを設定しﾜｰｸ領域を一時作成します。 

    ②BOOT 領域にﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟで指定したｺﾏﾝﾄﾞを発行します。 

      ﾘｰﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞを実行した場合はﾜｰｸ領域内(7E000H～7FFFFH)に読み出しﾃﾞｰﾀ 

      が格納されます。 

 

         図９．２ ワーク領域概略図 

 

    ２）Ｓｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ（開始、終了アドレス（ＮＯＲＭＡＬ領域）） 

   ＮＯＲＭＡＬ領域に読み出しまたは書込みを行う領域を指定します。 

      使用するデバイスのＮＯＲＭＡＬ領域内のアドレスを指定してください。 

    ３）Ｄｅｖｉｃｅ Ｔｙｐｅ（デバイスタイプ） 

   発行するコマンドを指定します。本パラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト 

                   （下向き矢印をマウスでクリックすると表示）により選択してください。 

    ４）Ｉｎｃｌｕｄｅ Ｂｌｏｃｋ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ブロック情報も含む） 

   本パラメータのチェックボックスをＯＮに設定すると開始、終了アドレスパラメータ 

    で指定したブロックのロックビットデータの読み出しまたは書込み等を自動で行います。 

   本パラメータが有効なコマンドを以下に示します。 

 

     ・イレーズ 

      指定領域のデータを消去します。また指定領域のブロックがロック状態の場合 

                         はアンロック状態になります。 

     ・リードコマンド 

      指定領域のデータおよびブロックのロックビットのデータを読み出します。 

     ・プログラムコマンド 

   指定領域間のデータおよびブロックのロックビットのデータを書込みます。 

   書込みを行うブロックのロックビットのデータはリードまたはブロックリード 

                         で読み出しを行ったデータを書込みます。 

 

    ５）ＯＫボタン 

   デバイス一括マクロコマンドを実行します。 

    ６）Ｃａｎｃｅｌボタン 

    コマンドを中止します。 

 

 ※デバイス一括マクロコマンドの使用例について 

     デバイス一括マクロコマンドを使用し、書込み済みのＭＣＵからデータを読み出しブランク品 

          のＭＣＵへデータを書込む場合の使用例を以下に示します。 
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  １）ＥＦ３０６２Ｆ－１００ＧのＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定し、ＷｉｎＥＦＰメニュー 

   内の［Ｄｅｖｉｃｅ］→［Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ］ 

    を選択します。 

  ２）書込み済みのＭＣＵをＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇに挿入します。デバイス一括マクロコマンド 

    の開始、終了アドレスは任意のアドレスを設定し、デバイスタイプを"リード"に設定し 

       ＯＫボタンをクリックします。（ブロックのロックビットを読み出す場合は"ブロック情報 

    も含む"のチェックボックスをＯＮに設定してください。） 

    コマンドが正常に終了した場合はＥＦ３０６２Ｆ－１００ＧからＭＣＵを取り出します。 

  ３）ブランク品のＭＣＵをＥＦ３０６２Ｆ－１００Ｇに挿入します。デバイス一括マクロの 

    開始、終了アドレスには任意のアドレスを設定し、デバイスタイプを"プログラム"に設定 

              しＯＫボタンをクリックします。（"ブロック情報も含む"のチェックボックスをＯＮに設定 

    すると、リード時に読み出したブロックのロックビットのデータを自動で書込みます。） 

 

 

 １０．ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス 

            ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの容量は５１２ｋバイトであるため、０Ｈから７ＦＦＦＦＨの領域 

  が使用できる領域となります。 

  Ｍ３０６２４ＦＧの内蔵フラッシュメモリのアドレス領域はＣ００００ＨからＦＦＦＦＦＨのため 

         ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの領域が不足しています。そのためＷｉｎＥＦＰは８００００Ｈの 

ＨＥＸオフセットアドレスを自動で設定し、ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの０Ｈが８００００Ｈと 

なり、終了アドレスがＦＦＦＦＦＨになるようにしています。 

 

    ※ＷｉｎＥＦＰウィンドウメニュー内の［Ｅｄｉｔ］内のコマンドの開始、終了アドレスパラメータ 

  には８００００ＨからＦＦＦＦＦＨのアドレスを指定してください。 

     自動オフセット（８００００Ｈ）のため、０Ｈから７ＦＦＦＦＨのアドレスは使用できません。 

    ※８００００Ｈの自動オフセットはＨＥＸオフセットアドレス等には表示されていません。 

     ＨＥＸオフセット等にアドレスを入力すると、８００００Ｈに入力したアドレス値を加算し 

  たオフセットが設定されます。 


